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術革新が必要である。さらに， MOS ダイナミック RAMの構成要素の 1 つである内部配線について観






料の物性解明及び工学的応用とによって， 1M ビット以上のダイナミック RAMへの展望を聞くこと
を目的としている。
まず第一章では本研究を行うに到った動機，関連分野の研究動向を述べ，本論文の位置づけを明らか











64K ピット及び 2 5 6 K ビット (D) R AMlé適用し 工学的に有効であることを示した。











乙れを実用技術として確立し， 1M (メガ) bi t 以上の超L S 1 製造への基礎固めを行なったものであ





よる配線の低抵抗化に成功した。さらに第 4 章では プラズマ CVD法による高絶縁窒化膜の形成法を
1 C技術に持ち込んで，配線パターンの平担化とうまく組み合せる乙とによって，遅延とソフトエラー
の少ない 1 C の開発をした。
第 5 章では，高密度集積化lとともなうセル面積の縮小によってメモリキャパシタ容量が減少し，ソフ
トエラーが増すとされていた原因の解決法として，素子の深さ方向に立体的に p-n 接合を掘り込んだ
トレンチエピタクシーキャパシタ (Hi-CAT) を開発し I p. t 積が 0.1 p J /b i t という，ほぼ
一桁の高性能化に成功し これを用いて 2 5 6 Kのダイナミック RAMの製造技術を確立した。
一-402
以上のように本研究は，半導体集積回路の高密度化に立ちはだかる幾つかの壁をブレークスルーする鍵
技術の基礎研究を行ない，乙れを実用技術としたものでp 博士論文として価値あるものと認める。
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